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前  言
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串行NAND型快闪存储器接口规范

1 范围

本标准规定了串行与非(NAND)型快闪存储器(以下称为器件)的物理接口、存储阵列架构、指令定

义和参数表说明等。
本标准适用于串行NAND型快闪存储器的设计和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17574—1998 半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路

3 术语和定义

GB/T17574—1998界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
状态寄存器 statusregister
存储器内部标志内部状态的寄存器。

3.2
一次性可编程 one-timeprogrammable;OTP
存储器内只可编程一次的存储区域,该区域一次编程后不可再次修改。

3.3
纠错码 errorcorrectioncode;ECC
一种可提高快闪存储器可靠性的纠错方法。

4 物理接口

4.1 引出端功能定义

器件引出端功能定义见表1。

表1 引出端功能定义

引出端 输入/输出 功能定义

CS# 输入 片选信号输入,低电平有效

SO/SIO1 输入/输出 串行数据输出端/串行数据端1

WP#/SIO2 输入/输出 写保护端,低电平有效/串行数据端2

SI/SIO0 输入/输出 串行数据输入端/串行数据端0
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